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Estructura cristal.liﬁa.

- Tipus de sdlids. Xarxa cristal.lina. Cel.la unitat.
- Xarxa i espai reciprocs. Index de Miller.

Estructura electréonica dels sdlids cristal.lins: bandes
d’energia.

- Aproximacié d’hamiltonia monoelectronic.

- Propietats de simetria: Funcions de Bloch.

- Condicions de contorn. Densitat d’estats.

- Representacions en zones extesa, reduida i repetida.
- Un exemple: el model de Kronig-Penney.

Dinamica de l’electré en un solid: teorema de la massa
eficag. '

- Ecuacié de la massa efica¢ i de l’envolupant.

- Un exemple: caracteristica I-V en un diode tunel
ressonant. -

- Equacions' de moviment semi-classiques.

- Oscil.lacions de Bloch i efecte de les col.lissions.

Estadistica de portadors en equilibri. Introduccié als
semiconductors.

- Bandes de conduccié i de wvaléncia. Semiconductors
extrinsecs.

- Densitats d’estats en funcié de 1l’energia.

- Funcid de distribucidé de Fermi-Dirac. Nivell de Fermi.

- Semiconductors no degenerats: aproximacié de.
Boltzmann.

- Distribucié de: portadors en equilibri i nivell de

Fermi en funcié de la temperatura.
- Silici versus arseniur de gali.

Semiconductors fora de l’equilibri: equacié de Boltzmann.

- Equacié de Boltzmann.

- Mecanismes de c¢ol.lisié intra-banda. Integral de
col.lisié.

- Aproximacions perturbatives: temps de relaxacié.

- Col.lisions inter-banda: pseudo-nivells de Fermi.

Generacié i recombinacié de portadors.

- Principals processos de generacidé-recombinacié (G-R).
- Estadistica de G-R. Aproximacidé d’equilibri.

- Relacions d’estat estacionari.

- Baixa injeccidé i alta injeccié.

- Recombinacié interficial.



Ta Equacions fonamentals dels semiconductors.

- Teoremes de conservacid: equacions de continuitat.

- Equacions del corrent en l’aproximacié del temps de
relaxacié.

Transport ambipolar: exemples d’aplicacié.

- L’experiment de Haynes-Shockley.

8. Simulacié del transport en dispositius

- Tipus de simuladors.

- Solucié de 1les equacions dels  semiconductors:
diferéncies finites i elements finits.

- Solucidns de l’equacié de Boltzmann: métode de Monte
Carlo. '

- Simulacié basada en 1l’equacié de 1l’envolupant en
dispositius de petita dimensié.

- Simulador PC-1D.
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